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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia semiconductoarelor, in particular la procedee de obtinere a
suprafetelor structurate ale semiconductoarelor.

Este cunoscut procedeul electrochimic selectiv pentru obtinerea semiconductoarelor cu
suprafata nano- §i microstructuratd, care include depunerea unei masti pe suprafata
semiconductorului, implantarea ionilor in regiunile selectate ale suprafetei semiconductorului,
inlaturarea mastii de pe suprafata si tratarea electrochimica ulterioara a acestuia [1].

Neajunsul inventiei date constd in faptul ca nu este utilizata efectiv toata suprafata semicon-
ductorului, lipsa posibilitatilor de obtinere a regiunilor cu diferite grade de porozitate si
utilizarea tehnologiilor costisitoare de implantare a ionilor de energie Tnalta.

Problema inventiei constd in majorarea eficacitatii de utilizare a suprafetei semicon-
ductorului i micsorarea cheltuielilor de producere pentru obtinerea suprafetelor poroase.

Esenta inventiei consta in faptul ca pe suprafata semiconductorului se depune o masca ce
acopera selectiv suprafata lui si care se corodeaza electrochimic. Noutatea inventiei consta in
faptul ca masca este executata din materialul unui fotorezist.

Rezultatul inventiei consta in faptul cé se obtine o suprafatd a semiconductorului cu diferite
grade de porozitate.

Inventia se explica prin desenul din figura, care reprezintd o imagine a probei de InP in
sectiune efectuata cu ajutorul unui microscop electronic cu baleaj. Proba de InP a fost acoperita
selectiv cu fotorezist pozitiv PR1618 (grosimea 1,8 um). Corodarea electrochimica ulterioara a
fost efectuatd in solutie de 5 % HCI, in H,O timp de 5-10 min, la tensiunea de 5V. Sectiunile
de sub fotorezist arata un grad de porozitate mai mare decat celelalte sectiuni.

Exemplu de realizare a inventiei:

Se curata cu acetona sau alcool izopropilic proba de semiconductor n-InP, se depune foto-
rezistul pozitiv PR1618 (grosimea 1,8pum) la 5000 rot/min timp de 30 s, in forma de masca care
acopera selectiv suprafata semiconductorului. Se usuca fotorezistul la 110°C timp de 3 min,
apoi se exponeaza timp de 10 s si se developeaza in solutie AZ400K:H,O (1:3) timp de 20 s.
Dupa depunerea mastii se corodeazd electrochimic cu pasivarea partilor nedorite pentru
corodare cu lac rezistent chimic in solutie de 5 % HCI, 1in H,O timp de 5...10 min, la
tensiunea de 5V. Apoi proba de n-InP se clateste in apa distilata si se inldtura cu acetona lacul
rezistent chimic.

In consecintd regiunea selectati a suprafetei semiconductorului de n-InP firi masci a
obtinut un grad de porozitate de 25 %, iar regiunea suprafetei acoperite cu masca de fotorezist a

obtinut un grad de 85 %.
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a suprafetei poroase a semiconductoarelor, care consta in faptul
ca pe suprafata semiconductorului se depune o masca ce o acopera selectiv si se efectueaza
corodarea ei electrochimica, caracterizat prin aceea ci masca este executatd din fotorezist.
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